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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月31日(2011.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶半導体基板またはＳＯＩ基板を用いて形成された半導体素子を有する基板上に繊
維体を設け、
　前記繊維体上から有機樹脂を含む組成物を塗布して有機樹脂層を形成した後、加熱して
、前記基板上に前記繊維体及び前記繊維体に含浸された有機樹脂を含む封止層を形成する
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　単結晶半導体基板またはＳＯＩ基板を用いて形成された半導体素子を有する基板の一方
の面に第１の繊維体を設け、
　前記第１の繊維体上から第１の有機樹脂を含む組成物を塗布して第１の有機樹脂層を形
成した後、加熱して、前記基板の一方の面に前記第１の繊維体及び前記第１の繊維体に含
浸された第１の有機樹脂を含む第１の封止層を形成し、
　前記基板の他方の面に第２の繊維体を設け、
　前記第２の繊維体上から第２の有機樹脂を含む組成物を塗布して第２の有機樹脂層を形
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成した後、加熱して、前記基板の他方の面に前記第２の繊維体及び前記第２の繊維体に含
浸された第２の有機樹脂を含む第２の封止層を形成することを特徴とする半導体装置の作
製方法。
【請求項３】
　単結晶半導体基板またはＳＯＩ基板を用いて形成された半導体素子を有する基板上に有
機樹脂層を形成し、
　前記有機樹脂層上に繊維体を設けた後、加熱して、前記基板上に前記繊維体及び前記繊
維体に含浸された有機樹脂を含む封止層を形成することを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項４】
　単結晶半導体基板またはＳＯＩ基板を用いて形成された半導体素子を有する基板の一方
の面に第１の有機樹脂層を形成し、
　前記第１の有機樹脂層上に第１の繊維体を設けた後、加熱して、前記基板の一方の面に
前記第１の繊維体及び前記第１の繊維体に含浸された第１の有機樹脂を含む第１の封止層
を形成し、
　前記基板の他方の面に第２の有機樹脂層を形成し、
　前記第２の有機樹脂層上に第２の繊維体を設けた後、加熱して、前記基板の他方の面に
前記第２の繊維体及び前記第２の繊維体に含浸された第２の有機樹脂を含む第２の封止層
を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１または請求項３において、前記繊維体に表面処理を施すことを特徴とする半導
体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項２または請求項４において、前記第１の繊維体及び前記第２の繊維体に表面処理
を施すことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項５または請求項６において、前記表面処理は、コロナ放電処理、プラズマ放電処
理、シランカップリング剤を用いた表面処理、またはチタネートカップリング剤を用いた
表面処理であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項１、請求項３、または請求項５において、前記繊維体の糸束内に、窒化アルミニ
ウム、窒化ホウ素、窒化珪素、アルミナ、銀、または銅が含まれていることを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項２、請求項４、または請求項６において、前記第１の繊維体の糸束内及び前記第
２の繊維体の糸束内に、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化珪素、アルミナ、銀、また
は銅が含まれていることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１、請求項３、または請求項５において、前記有機樹脂層に、窒化アルミニウム
、窒化ホウ素、窒化珪素、アルミナ、銀、または銅が含まれていることを特徴とする半導
体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項２、請求項４、または請求項６において、前記第１の有機樹脂層及び前記第２の
有機樹脂層に、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化珪素、アルミナ、銀、または銅が含
まれていることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一において、前記半導体素子は、ＭＯＳトランジスタ、不
揮発性記憶素子、またはダイオードの一つ以上であることを特徴とする半導体装置の作製
方法。
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